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1． 2 年前に JJAP 誌に Ge に関して書いた review 論文(1)に対して今年度の応物学会解説論

文賞をいただけること、またこのように話をさせていただく機会をいただきましたこと、

まことにありがとうございます。とは言うものの Ge に関してはこの論文にほとんど書

いてしまったので新たに話すことは少ないのですが、JJAP に投稿当時は途中段階であ

ったので触れなかったことのその後の展開や、Ge に関する研究の最近の話題について

話させて頂こうと思います。 
2． Ge および SiGe の酸化機構（2-6） 

一部は JJAP 誌に書いてあるのですが、その後の展開はこの 2 年間に IEDM や論文（一

部投稿中）で話したり書いたりしてきました。Si の酸化も詳細部分に関してはまだ不明

の部分もあるのですが、Ge に関しては本格的にわからない部分だらけと言えます。Ge
デバイスの実現を目指すということもあるわけですが、酸素がたくさん居るのに酸化が

一向に進まないというような特殊なことが起こります。驚きとわくわくの世界です。こ

のことがわかって SiGe の酸化を考えると、SiGe の中で起きている Si と Ge のせめぎ

合いが目に見えるような気になってきます。Ge CMOS の実現を目指して研究を始めた

時には、これらのことを何も考えていなかったのですが、今考えると結果的にはまっと

うな方法で FET を攻めてきたと言えます。 
3． Ge および SiGe の界面における Fermi level pinning (7, 8) 

もう一つの基本的な問題は、Ge や SiGe の金属界面で観測される強い Fermi level 
pinning 現象です。これに関しても長い間研究を行ってきたのですが、まだわからない

ことがたくさんあります。ここでは金属の仕事関数がどのように決まるかということと

も関係しているところがさらに話を難しくしています。まだ絶対的な理解には至ってい

ませんが、その一部を話してみたいと思います。 
4． 最近の Ge に関する話題 

Si の一部置き換えというセンスに基づく Ge デバイスの研究から、さらに新しい世界へ

の展開が検討され始めています。これらについて時間の範囲内で紹介しようと思います。

いずれにしても Si のしっかりした世界を真面目に進めていく先に見える話であり、技

術の詳細を真剣に深めることがますます重要になると思われます。（9） 
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